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Материалы на основе Zr и Nb являются одними из часто используемых в 

области ядерных технологий, благодаря малому сечению захвата тепловых 
нейтронов, устойчивости к коррозии и другим свойствам. Исследования мно-
гослойных систем Zr/Nb показали высокую радиационную стойкость к облу-
чению Si+ и He+ [1]. Для объяснения данного эффекта, необходимо исследо-
вать процессы эволюции дефектной структуры как моно, так и чередующи х-
ся мультислоев указанных материалов. Эта работа посвящена исследованию 
дефектной структуры пленки Nb до и после облучения пучком He +. 

Пленки толщиной 1 мкм были облучены ионам +He с флюенсом 1017 - 

1018 см-2. Исследование дефектов проводилось методами аннигиляции пози-
тронов с регулируемой энергией. Графики зависимости S-параметра и сред-
него времени жизни позитронов в исследуемых материалов в зависимости от 
энергии позитронов представлены на рис. 1. 

  

Рисунок 1. Зависимость S- параметра и среднего времени жизни позитро-
нов в исследуемых образцах от энергии позитронов 

В ходе проделанного исследования было показано, что исходные пленки 

характеризуется высоким содержанием объемных дефектов, приводящих к 
насыщенному захвату позитронов. Основными типами дефектов в исходном 
материале являются дислокации и крупные вакансионные кластеры.  

Облучение ионами +He приводит к снижению общего уровня дефектов 
и перераспределению их типов в сторону моновакансий и небольших вакан-
сионных кластеров. Данные изменения в первую очередь вызваны радиаци-
онным нагревом облучаемого материала. 
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